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UN/VERSIDAD DE EXTREMADURA

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2026/2027

Identificacion y caracteristicas de la asignatura

Caodigo 402395

Denominacion (espanol) |Diseno y fabricacion de circuitos integrados

Denominacioén (inglés) | Integrated Circuit Design and Fabrication

Titulaciones Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro Escuela Politécnica
Modulo Tecnologias de Telecomunicacion
Materia Sistemas Electrénicos
Caracter Obligatorio | ECTS | 4,5 Semestre | 2
Profesorado
Nombre Despacho Correo-e
Horacio Manuel Gonzélez Velasco 129 hmgvelas@unex.es
Area de conocimiento | Electrénica
Departamento Ingenieria Eléctrica, Electronica y Automatica

Profesor/a coordinador/a

. , Horacio Manuel Gonzalez Velasco
(si hay mas de uno)

Competencias / Resultados de aprendizaje

Habilidades o destrezas
HBO02. Capacidad para disefar y fabricar circuitos integrados.

HBO03:Capacidad para utilizar dispositivos légicos programables, asi como para
disenar sistemas electronicos avanzados, tanto analdgicos como digitales.

Contenidos

Descripcidon general del contenido: Introduccién al disefio de circuitos integrados.
Transistor MOSFET vy estructuras logicas basicas. Tecnologia de fabricacion de
circuitos integrados CMOS. Disefo analdégico: modelos, subsistemas y layouts.
Disefio digital: modelos, subsistemas y layouts.

Temario

Denominacién del tema 1: Introduccion al disefio de circuitos integrados

Contenidos del tema 1: Conceptos basicos de circuitos integrados y tecnologias de
fabricacion. Flujo de disefio para circuitos analdgicos y digitales. Herramientas de
codigo abierto.

Descripcion de las actividades practicas del tema 1: Descripcion del sistema de
desarrollo a utilizar en el curso. Analisis descriptivo de la tecnologia de fabricacion
IHP SG13G2 y su Process Design Kit.

Denominacion del tema 2: Transistor MOSFET.
Contenidos del tema 2: Estructura fisica y funcionamiento. Modelos de gran senal y
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pequeia senal. FinFETSs.

Descripcion de las actividades practicas del tema 2: Simulacién y caracterizacion de
los transistores MOSFET dentro del proceso IHP SG13G2.

Denominacién del tema 3: Tecnologia de fabricacion de circuitos integrados.

Contenidos del tema 3: Fundamentos. Fotolitografia. Capas de o6xido. Dopado.
Crecimiento de capas de silicio. Metalizacion. Proceso CMOS estandar. Diseio
fisico: layout

Descripcion de las actividades practicas del tema 3: Layout de circuitos sencillos
con varios dispositivos.

Denominacién del tema 4: Disefio de Cls CMOS analégicos.

Contenidos del tema 4: Introduccion y flujo de disefo. Analisis de un amplificador
operacional de transconductancia (OTA) de 5 transistores (diodo MOSFET, par
diferencial, espejo de corriente, amplificador en fuente comun). Mejoras simples.

Descripcion de las actividades practicas del tema 4: Simulacién de los diferentes
componentes de la OTA de 5T.

Denominacion del tema 5: Disefio de Cls CMOS digitales.

Contenidos del tema 5: Introduccion y flujo de disefo. Estructuras basicas y
bibliotecas de celdas. Ejemplos de disefios.

Descripcién de las actividades practicas del tema 5: Analisis de las celdas estandar
en el proceso IHP SG13G2.

Actividades formativas

Actividades Presenciales (AP) JActividades Virtuales (AV)|

TEMA TOTAL GG | CH L o S JCST|CSP|CAT |CAP] TP | TA

1 10 3 1 0 6

2 15 5 2 0 8

3 17 6 2 0 9

4 23 4,5 0,75 2,5 | 3,25 0 12
5 23,5 7 4 0 |112,5
Eval. 24 2 2 0 20
Totales 112,5 13,5 6,75 16,5 | 8,25 0 |67,5

45% Presencialidad 55% Virtualidad
Actividades Presenciales (AP) Actividades Virtuales (AV)

Actividades que se desarrollan en un Unico espacio
fisico y que implican interaccion fisica entre estudiante
y docente:

— GG: Grupo Grande (85 estudiantes).

— CH: Actividades de practicas clinicas hospitalarias
(7 estudiantes)

— L: Actividades de laboratorio o practicas de campo
(15 estudiantes)

— O: Actividades en sala de ordenadores o laboratorio

Actividades que no se desarrollan en un
espacio fisico comun. Pueden ser
sincronas (implican interaccion
estudiante / docente) o asincronas:

— CST: Clase sincrona teodrica.

— CSP: Clase sincrona practica.
— CAT: Clase asincrona teorica.
— CAP: Clase asincrona practica.
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de idiomas (20 estudiantes)
— S: Actividades de seminario o de problemas en
clase (40 estudiantes).

— TP: Tutorias Programadas (seguimiento docente, tutorias ECTS).
— TA: Trabajo autonomo del estudiante.

Metodologias docentes

1. Clases sincronas: Docencia basada en clases expositivas para la presentacion de
los contenidos de la asignatura, realizada de forma sincrona entre estudiantes y
profesorado

2. Sesiones de laboratorio: Actividades practicas, sesiones de laboratorio guiadas,
seminarios de resolucion de problemas, etc. en grupos bajo la direccion de un
profesor.

3. Realizacion de trabajos por parte del estudiante

Sistemas de evaluacion

Segun la normativa vigente, la eleccion entre la modalidad de evaluacion continua o
evaluacion global corresponde al estudiante durante el primer cuarto del periodo de
imparticion de la asignatura para cada una de las convocatorias (ordinaria y
extraordinaria). Debera comunicarlo al profesor a través de una consulta disponible
en el espacio de la asignatura disponible en el campus virtual de la Universidad de
Extremadura (CVUEX).

Modalidad de Evaluacién Continua
Se utilizaran los siguientes instrumentos de evaluacion con la ponderacion respecto
de la nota final y la calificacién minima requerida para superar la asignatura:

% Instrumento Calif. minima
65 Examenes 3
25 Evaluacion de trabajos. Actividades no recuperables en las 3

convocatorias ordinaria o extraordinaria.

10 Evaluacion de practicas de laboratorio 3

Modalidad de Evaluacion Global

La prueba final alternativa de caracter global constara de las actividades indicadas y
con sus respectivas ponderaciones en la calificacion final y la calificacion minima
requerida para superar la asignatura :

% Instrumento Calif. minima
50 Examen de laboratorio 4
50 Examen escrito de teoria y problemas 4

La no superacién de la calificacion minima en alguna de las pruebas implicara el
SUSPENSO de la asignatura, y la nota maxima que aparecera en el acta sera un 4.

Bibliografia (basica y complementaria)

o R.J. Baker, CMOS Circuit Design, Layout and Simulation, 32 edicién, Wiley, 2019.
e N. H. E. Weste, D. Money Harris, CMOS VLSI Design. A Circuits and Systems
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Perspective, 42 edicion, Addison-Wesley, 2011.

e J. Lienig, J. Scheible. Fundamentals of Layout Design for Electronic Circuits, Springer,
2020.

e B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 22 edicion, McGraw Hill
Education, 2017.

e H. Pretl, M. Koefinger, S. Dorrer, Analog (Integrated) Circuit Design — Course Materials,
Johannes Kepler University, 2026.

E. Sicard, S. Bendhia, Basics of CMOS Cell Design, McGraw-Hill, 2007

Otros recursos y materiales docentes complementarios

e Materiales facilitados por el profesor.

Plataforma de practicas con acceso remoto.



https://iic-jku.github.io/analog-circuit-design/aicd.html

